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1. OBJECTIVOS DA APRENDIZAGEM
Introducdo ao estudo: da Microelectrénica e Micromaquinagem no Silicio, Fisica dos
Semicondutores, Micro-sensores biomédicos.

2. CONHECIMENTOS PRE-REQUISITO E ENQUADRAMENTO NO CURSO
No plano de estudos da LEBIOM, Electronica I, Il e Lab. Integrados Electronica e
Instrumentacdo Médica dao alguma preparacdo para o0 bom desempenho nesta disciplina.

3. CONTEUDOS PROGRAMATICOS

1.Microtecnologias no silicio

A microelectronica e a micromaquinagem no silicio como tecnologias emergentes, a
importancia dos materiais semicondutores com destaque para o silicio.

2.Fisica dos semicondutores

A teoria das bandas nos semicondutores, semicondutores do grupo 1V, semicondutores do grupo
I11-V, electrbes e lacunas, impurezas dadoras e receptoras, semicondutores intrinsecos e
extrinsecos, dopagem de semicondutores, condutividade e mobilidade eléctrica nos
semicondutores, energia de Fermi, electrdes quentes, efeito de Gunn, efeito de Hall e
semicondutores de gap directo e indirecto.

3.0 silicio e as suas propriedades fisicas

A importancia do silicio na indastria dos semicondutores, a sua estrutura cristalina, as suas
propriedades Opticas, mecanicas e térmicas. A dopagem do silicio para obtencdo de regifes do
tipo p e do tipo n

4.0s materiais utilizados nas microtecnologias no silicio

Os materiais usados nos processos tecnoldgicos da microelectronica e
micromaquinagem. Compostos como: o dioxido de silicio, nitrato de silicio, metais
como o aluminio e o uso do polisilicio sdo apresentados bem como o polimero foto-
sensivel (photoresist) para uso na aplicacdo das mascaras de fabrico. O uso de wafers de
silicio previamente dopados e a sua orientacdo cristalina.

5. A microelectronica

A tecnologia Bipolar e 0 modelo de layout fisico da juncdo pn e do transistor bipolar. A
tecnologia CMOS para um processo de fabrico em CMOS de 2 um, n-well, 2 camadas
de metal e uma camada de polisilicio. As regras de desenho de layout fisico. As
caracteristicas da tecnologia CMOS. As vantagens e desvantagens da tecnologia CMOS
em relacdo a tecnologia Bipolar. A tecnologia BiCMOS.

6. A micromaquinagem

A tecnologia da micromaquinagem no silicio para criar estruturas a 3 dimensdes (micro-
sensores e microactuadores). Os processos de fabrico: micromaquinagem volimica
(bulk-micromachining), micromaquinagem superficial (surface-micromachining) e o
processo LIGA. Micro-sensores sdo apresentados como exemplos.




4. ELEMENTOS DE ESTUDO; BIBLIOGRAFIA
1-Introducdo as microtecnologias no silicio, J. H. Correia, J. P. Carmo, LIDEL Editora, 2010.
2-Apontamentos e cdpia das transparéncias da aulas tedricas.

5. NUMERO E NATUREZA DAS PROVAS DE AVALIACAO

Cada teste de avaliacdo sera constituido por um conjunto de questdes envolvendo problemas
praticos e conceitos tedricos sobre a matéria leccionada. Espera-se que as respostas as questdes
sejam objectivas, claras e sucintas.

As provas serdo realizadas sem consulta (fornecendo-se, se necessario, um formulario). Ha
exame de Recurso na época de Fevereiro. O peso na nota final do exame de avalia¢do é de 75%.

6. METODO DE OBTENCAO DA CLASSIFICACAO FINAL

O peso na nota final dos testes realizados ou do exame de recurso € de 75%, sendo 0s outros
25% obtidos do desempenho nas aulas préaticas realizar com apresentacéo final e respectivo
relatorio. A nota minima de passagem é de 9.5 valores.

7. HORARIOS SEMANAIS E LOCAIS DE ATENDIMENTO DA EQUIPA DOCENTE
Horario de atendimento: 3? feira no gabinete do docente.

8. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
Carga horéria semanal : 3T
ECTS : 5



